
材 料

技術革新は,新材料の開発から生まれるといっても

過言ではない｡日立グループの材料部門は,基礎

研究から製品開発までの幅広い分野を担当して,各

方面の期待にこたえている｡

光関係では,広帯域,極低損失の1.5JJm帯シン

グルモード光ファイバを開発した｡これは,今後の大

容量,長距離光通信伝送路への利用が期待される

ものである｡また,高速光プリンタ用高出力LED(発

光タ1オード)アレーを開発した｡優れた特性を持ち,

用途の拡大が期待される｡

金属材料関係では,高純度アルミニウムを蒸着し

たFe-Ni系合金リードフレームを開発した｡基板との

密着性がよく,信頼性の高いICパッケージング材料

である｡また,めっきレス化のニーズに対応して,レジン

との密着性,はんだ付け性の優れた銅合金のリード

フレーム材も開発した｡更に,銅又は銅合金ベース材

にはんだを圧接した新開発のクラッド材は,電子部

品の多量生産工程の簡素化,自動化に寄与するも

のと期待されている｡そのほか,加熱による放出ガス量

の少ない無酸素銅も開発した｡超高真空機器用材料

として有効なものである｡

電線,ケーブル関係では,大容量送電のこ-ズを

満たす500kVのCVケーブルを開発した｡世界で初

めて実線路に採用されたCVケーブルである｡架空

送電線の分野では,環境への悪影響の出ない低騒

音電線を開発した｡更に,超電導線材では,MRイメ

ージング装置用の高鋼比Nb-Ti線材の開発などが
ある｡

無機,セラミックス関係では,日立製作所の代表

的な構造用セラミックスであるサイアロンを多方面に

適用し,多くの効果を挙げている｡例えば,金属冷間

圧延用ロールやAl合金タ1キャスト用ラドルなどがそ

れである｡また,TiNを添加した導電性サイアロンは

放電加工が可能になった｡GaAs単結晶の製造など

に使用される熱分解形窒化ホウ素るつぼは,高純

度,長寿命という特徴がある｡そのほか,スリップキャス

ティング法の効果を挙げるために水や熱で崩壊する

特殊な鋳型を開発した｡加工性が悪いというセラミック

スの欠点を補うもので,複雑形状品の一体成型を可

能にした画期的な新技術である｡

電機用カーボンブラシでは,ブラシ接触面の現象

を通じて限界電流を究明し,ブラシの特性評価を行

う技術を確立した｡

磁性材料では,Nd-FelB磁石の高温特性を改

良した新しい耐熱形磁石を開発した｡資源的にはあま

り問題のない希土類磁石であるが,高温での特性劣

化に問題があり,その利用が遅れていたものである｡

今回の改良で,多方面への利用が期待できる｡その

ほか,磁極部の磁束が最大となるように異方性を付与

したステッピングモータ用多極フェライト磁石も開発し

た｡また,加工技術の改善でパーメンダの精度を一

段と高度化し,ユーザーの生産性向上に寄与してい

る｡

エポキシ樹脂も,重要な電気,電子材料の一つで

ある｡応用分野の拡大とともに,ますます特性の向上が

求められている｡この分野では,半導体用として,未反

応残留モノマを除去し,作業性と耐熱性を著しく改善

したビスフェノールAノボラック樹脂系硬化剤PZ-

6000,250℃で硬化する低温硬化形ポリイミドコート

剤,VLSI用エポキシ封止剤などを開発した｡半導体

素子の高集積･大容量化のニーズにこたえたもので

ある｡更に,配線板についても,材料,配線技術両面

からの追究で大きな成果を収めた｡具体的には,0.1

mmワイヤの採用で高密度,高集積化に成功したこ

と,配線の特性インピーダンス及びクロストークノイズ

の制御を可能にしたことなどによるもので,電気特性の

高速化を実現している｡

そのほか,地味な研究が結実した例としては,本文

で紹介しているアルミニウム冷間鍛造用潤滑油の開

発がある｡
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アルミニウム材冷間鍛造用潤滑剤

アルミニウム材(合会材も含む｡)の冷問カロ工に広く適用

できる高性能潤滑剤を開発し,潤滑前処理のいらない冷間

鍛造プロセスを実現した｡

アルミニウム材は軽量で優れた光沢を持ち,かつ機械

的強度,耐食性にも優れていることから,OA機器,家電

品,車両機器,レジャー用品などのはん(汎)用部品とし

ての用途のほか,人工衛星,航空機,軍用機など特殊な

用途がある｡金型を用いて同一形状の部品を効率良くf_仁

産できる冷間鍛造は加工くずの発生がほとんどなく,高

価なアルミニウム材加.tでは大きなメリットとなる｡し

かし,アルミニウムの表面は硬い酸化膜で覆われている

が,加工の際酸化膜は破壊され活性な新生面が現われる

ため潤滑が難しく,このことが冷間鍛造を困難にしてい

る｡従来は加工前に素材を処理し,あらかじめ表面に潤

滑性のある膜を形成させる方法によって冷間鍛造が実施

されてきた｡本研究では前処理一工程を省くため,加工の

過程で有効に作用する潤滑剤組成について検討した結果,

素材表面に摩擦熱及び変形熟を利用して,潤滑性に優れ

た被膜を形成できる潤滑剤を開発した｡これにより,潤

滑前処理が不安となりj肝‾｢_‾工程が人幅に簡略化されるた

め,′仁産コスト低減が期待できる｡現在,VTRシリンダ

の生産に全面的に採用されており,‾更に広くアルミニウ

ム材の部占占加■1ニヘの展開が期待できる｡

各種アルミニウム材の加工例

複雑形状セラミックスの成形技術

熟やセラミックスのスラリ中に含まれる水分により,容

易に崩壊する鋳型を開発し,形状の複雑なセラミックス品

の一体成形を可能とした｡

機械部品のセラミックス化は,昭和60年代半ばに急速

に進行すると予想されており,その.ための技術開発が内

外で活発に行われている｡セラミックスは優れた特性を

持つ材料であるが,硬くてもろいため,機械加工が難し

いという欠点がある｡そこで,できるだけ最終形状に近

い形で成形できる方法が要求されている｡セラミックス

の成形法の一つであるスリップキャスティング法は,複

雑形状品の成形に適した方法であるが,中子を必要とす

るような内部に空洞部を持つ部品(例えばタービンケー

ス)の成形は難しいのが現状である｡

日立製作所ではスリップキャスティング用鋳型として

用いられる石こう鋳型に代わる2種類の特殊な鋳型を開

発し,複雑形状品の一体成形を可能とした｡

この成形法の特徴はセラミックスのスラリ中に含まれ

る水分を吸収することにより自己崩壊する鋳型(水崩壊性

鋳型),及び300～500℃で加熱することにより自己崩壊す

る鋳型(熟崩壊性鋳型)を用いることであり,成形時の収

縮割れの防止や鋳汚せの除去が極めて容易となるため,中

了･を必要とする複雑形状品や,鋳型の分割が難しい形状

の部品を一体で成形することができる｡

自己崩壊性鋳型を使って成形したセラミックス機械部品
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1.5/Jm帯SM光ファイバ

伝送損失が最小となる1.5〃m胃を適用波長とした低損

失･零分散のシングルモード光ファイ八を開発した｡

現在,長距離伝送用線路としては1.3J′m帯SM(シング

ルモード)光ファイバが使用されているが,石二英固有の特

性から伝送損失が最小となる1.5/′m帯を適用波長とし,

いっそうの中継間隔の長距離化を‖指した1.5/∠m帯SM

光ファイバの開発が行われている｡

従来,1.3/Jm帯SM光ファイバはその波長帯で波長分散

が零となるように設計されており,使用波長が長くなる

に従い分散値が大きくなるので,長距離,高速伝送のた

めには1.5/Jm滞で客分散となるように新たに設計した分

散シフト形SM光ファイバが必要である｡[ほ電線株式会

社では,この分散シフト形の低損失1.5〟m帯SM光ファイ

バを開発した｡1･5/Jm帯SM光ファイバは,1.55ノ`m付近

で客分散,光損失も約0.2dB/kmの特性が得られている｡

このような1.5JJm帯SM光ファイバは,DFB(Distributed

FeedBack)レーザなどの単一モード半導体レーザとの組

み合わせにより,1.6Gビット/秒の高速伝送で従来の1.3

〟m帯のシステムに

比較し,2倍以上の

中継距離を実現する

ことが■吋能であるた

め,いっそうの大容

量化及び長距離化を

担う伝送路として,

実用化への期待が大

きい｡

l.5/`m帯SM光ファイ

バ 大容量･長距離通

信線路として光ファイ

バ複合架空地線

(OPGW)への適用が

期待されている｡

≠Ⅷ

高速光プリンタ用高出力高精細+EDアレー

本素子はヘテロ接合構造による高出力化と逆メサ形光分

離構造による高分解能化を達成しているため,ガスレーザ

に代わる高速光プリンタ用光源としての性能を持つ｡

LLA(リニアLEDアレー)は,幅約1mm,良さ約8mm

と化合物半導体のチップサイズとしては大形と言える｡

LLAの発光一た密度は400DPI(1mm当たり16発光点)

と高密度化してある｡ここで発光点間の分離は逆メサ構

造にしてある｡本素子は上記微細パターンでもGaAIAsの

ヘテロ接合構造を採用したことによって高い発光効率を

得ており,一発光点当たりの前方向光出力は,駆動電流

5mAで20JJW以上に達している｡また,本素子は結晶性

が良いp-GaAsウェーノ､を基板としたGaAIAsの成長接合

形であるため,オープンコレクタ形のICで直接駆動でき

るアノード コモン形のアレ一にしてある｡

本素子は,その件能面から現在He-Neなどのガス レー

ザを剛-たLBPが主体になっている超高速ラインプリン

タやLANのサーバ用プリンタに使用できるものと期待さ

れている｡なお,量産化によるコスト ダウンが進めば,

OA機器やファクシミリにも使用できる｡

嘲 ′‥

嘲:勺ぷ-･そ

lmm

LLA完成パターン部分拡大写真

1チップは64対,128発光点で構成されている
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高耐熱Nd-Fe-B磁石

Nd-Fe-B磁石は熟安定性か悪く,その応用範囲に限界

があった｡Dy及びCoの複合置換をベースに高耐熱化が

可能となり,電装品などへの応用が期待できる｡

新しく開発されたNd-Fe-B系希-L実員磁石は,既存材料

である÷吉Sm-Co系よりは性能かつ省資源材料であ
る｡しかし,本系磁石のキュリー点が3000cと低く,熟安

定性が想いという欠点を持っている｡

そこでFeのCo置換による高キュリー点化,NdのDy置

換による高保磁力化(高J紘化)を実現し,Nd-Dy-Fe-Co-

B5元系をベースに高耐熱材を開発した｡図に従来材であ

る高Br材(高残留磁束密度材)及び高/紘材と比較して,高

耐熱材の不■吋逆減磁率と温度の関係を示す(パーミアンス

係数:2)｡高′線材に比較して,約80～100℃の高耐熱化

が実現できた｡本村のキュリー点は約3700c,エネルギー

積は25～26MGOeである｡今後,電装品関連への応用が

期待される｡

加熱温度(℃)

20 60 100 140 180 220 260 300

0

柑

20

30

40

(
訳
)
併
増
駕
瑚
甘
K

高1Hc材

/
高Br木オ

P(､=2

高耐熱材

耐熱材の不可逆減磁率と温度の関係

【■l札⊥

■冷間圧延用サイアロンセラミックス製ロ

ーノレ

高惟能1_l三延を=的として,サイアロンセ

ラミックス製冷閉Jl三延用ロールを試作し,

実機=三延テストに成功Lナご｡ステンレス,

軟鋼,アルミニウムなどのは延で,従米の

鋼製ロールでは子一三圭られなかった.亡j光輝度,

■亡さi精度薄枇が得られた｡

■サイアロンセラミックス製ダイカスト用

ラドル

r=7二製作所では,サイアロンセラミック

ス製Alダイカスト川ラドル(とりべ)を開発

した｡Iri】ラドルは,溶融Alに位食されにく

いため,メンテナンスフリー(耐火物懲伽な

し)で鋳鉄ラドルの数代以上の耐久メ≠命を

実i乙仁した｡

■500kV CVケーブルの実用化

超高はCVケーブルの開発を鋭意進めてき

た【=J二電線株式会社は,このたび束京電力

株式会社今｢打発電所及び電源開発株式会社

卜郷発電所の引き出し用として世界で初め

ての500kVアルミ被CVケーブルを相次いで

′受注した｡

■アルミ蒸着ICリードフレーム

日立電線株式会社は,高信頼性が要求さ

れるガラス封1L形IC糊のアルミ蒸着リード

フレームを開発した｡Fe-Ni系介令リードフ

レームの機能附ニ,高純度のアルミを蒸着

したもので,韓さ著作に優れイ.言楯怖が高い｡

■超高真空機器用無酸素銅

日立電線株式会社は,伸銅業界初の兵竿

脱ガス技術を確立した｡これにより,高兵

窄‾卜でのガス放出を激減し,加速旨帥ほβ材

などに最適な無酸素銅〔ASTM(American

Society for Testing and Materials)規格

での最高ランク｢クラス1+〕の世界初の量

産化に成功した｡

■超大サイズ可とう同軸ケーブル"HF-203

D-S”

【1立電線株式会社は,フッ素樹脂絶縁体

を川いた超大電ノJf臥引別皮l司軸ケーブルを

開発し,短波300kW放送拝描i電線としてl一目

際電信電話株式会社に150mX4条を納人

Lナご｡今後,起大電力テレビジョン放送,

高周波加熱朋フィーダなどの志紫が判持さ

れる｡

■パーメンダー合金の磨帯コイル化

H_正金属株式会社では,そのぜい弱性の

ため不可能とされていたパーメンダー合食

磨帯のコイル化に成功した｡これにより,

従来の切板使川時に比べて加__t二能ヰミ,歩留†

まりが人幅に改発され,受.講器振軌枇など

の小形竜了機器に別途が広がっている｡

■PM形ステッピングモータ用ロータ磁石

ロータ外跡二8～48柘の梅輿ノ川三磁梅を

付り一した焼紡及びプラスチックフェライト

磁fiを朋いたシャフトー体形ロータ磁イiを,

PM形ステッピングモータに過=することに

より,モータの応惟能化,小形化及びJ州巾

低減が実･睨Lナご｡

t熱分解形窒化ホウ素(P-BN)るつぼ

P-BNるつぼの欠∴■､くである塀状はく離の

発/Ⅰ三原1人1がCVDはで成長させる際の泉川.の

鮎向作に依存していることをlれらかにし,

結晶の配向惟を乱した札J肖構造BNを卜体

とするるつぼをI那邑し,良スf命化を速成し

た｡

■導電サイアロン

構造川セラミックスの巌人課趨である雑

加l二性を解決するため,サイアロンにTiN

を添加して,金属材料や超硬1仁みの放竜加

1二ができる導電セラミックスを問プ巨した｡

この材料は構造=だけでなく,セラミック

ヒータへもん♭川ができる｡
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